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Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Mona t/Jahr) 

22/07/2004 



(Fruhestes) Prioritaisdatum 
(Tag/Monai/Jahr) 

31/07/2003 <t 
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Anmelder 



OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 



Dleser international Recherchenberlcht wurde von der International Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gem aft 
Artikel 18 Obermlttelt. Eine Kople wlrd dem tnternatlonalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericb! umfaBt rnsgesaml 5 BIS tier. 

[5T) DarGber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericfit genannten Unterlagen zum Stand dor Technik bei. 
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1 . Grundtage des Berichts 

a. Hinsichtlich dar Spraepe 1st die Internationale Recherche auf der Grundtage der international Anmetdung in der Sprache 
durchgerGhrt worden, in der sle eingerelcht wurde. sofern unter diesem Punkt nichis anderes angegeben 1st. 

| | Die Internationale Recherche 1st auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubereetzung der 
Intornailonalen Anmeldung (Regal 23.1 b))durchgefuhrtworden. 

b. HlnslchiJich der in der internationafen Anmefdung offenbarten Nucieotid- und/oder Aminosauresequenz siene Feld Nr. 1 
2 - D Bestimm» Ansp'Gehe haben ulch als nieht reetwchlerbor erwlesen (slehe Feld II). 

3. Q Mangoinde Etnheitlichkelt dar Erflndung (slehe Feld 111). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Hrfindung 

fx] wird der vom Anmelder elngerejchie Wortlaut genehmlgt. 
( [ wurde der Wortlaut von der BehOrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zosammenfassung 

| | wlrd der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

{%] wurde der Wortlaut nach Regal 38.2b) in der in Feld Nr. |\/ angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. 

Der Anmelder kann der Behorde Inner halb elnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses Internationale n 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorfegen. 

6. Hin&ichtllch der Zelchnungert 

a. 1st folgende Abbildung der Zeichnungen mil der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. 

[x"j wie vom Anmelder vorgeschlagen 

| | wie von der Beh6rde ausgewahlt. well der Anmelder selbst kelne Abbildung vorgeschlagen hat. 
( | wie von der Behorde ausgewahlt, well dlese Abbildung die Erfindung cesser kennzelchnet. 

b. wird keine der Abbitdungen mlt der Zusammenfassung veroffentlicbt. 
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Feld Nr. IV Worliaut der Zusammertfassung (Fortsetzung von Punk: 5 auf Blan 1) 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl von 
optoelekcronischen Halbleiterchips, die jeweils eine Vielzahl von 
Strukturelementen mit jeweils mindescens einer Halblei terschichc aufueisen. 
Bei dem Verfahren vird eine Chipverbund-Basis bereicgestellt, die ein Subscrat 
sowie eine Auf wachsoberf lache auf weist . Auf die Aufwachsoberflache uird eine 
nicht geschlossene MasKenmaterialschicht derart auf gevachsen, dass die 
Maskenmaterialschicht eine Vielzahl statiscisch verteilter Fenster mit 
variierenden Formen und/oder Of f nungsf lachen auf weist, wobei ein Maskenmaterial 
derart gewahlt ist, dass sich ein in einem spateren Verfahrensschritc 
aufzuwachsendes Halblei termaterial der Halbleicerschicht auf diesem im 
Wesentlichen nicht oder im Vergleich zur Aufwachsoberflache wesentlich 
schlechcer aufwachsen lasst . Naehfolgend werden Halbleiterschichten im 
Wesentlichen gleichzeitig auf innerhalb der Fenster liegende Bereiche der 
Aufwachsoberflache abgeschieden . Ein weiterer Verf ahrensschritt ist das 
Vereinzeln der Chipverbund- Basis mit auf gebrachtem Material zu Halbleiterchips 
Die Erfindung becrif ft zudem ein nach dem Verfahren hergestelltes 
optoelektronisches Halblei terbauelemenc . 
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A. KLASS1F1ZIEBUNO DES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/20 H01L33/00 



Mach der Inlernationalen PalentKlasslf*ailon (IPK) odar naeh der nalionalen Klassiliteilon una der IPK 
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B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recnercnlerter Mindestprufstolf (KlassifikaUonssyslem und Klassifiketjonssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Rccherchtene aber nich! 2um Mindestprufsfofr genOrende Veroflenilichungen, sonreit diesd unler die reche rented en Geblete fallen 
Wahrend der international An Recherche konsultierie eloklrortifieha Dalenbank (Name der Dalenbank und euil. verwendete Suchbegrifle) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, INSPEC 
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C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kalegorfe" 



BuzMichnung der Veroffonllichurrg. soweh eflomeflteh unter Angabe der in Beirachi kommenden Tefle 



Bolr. Anspruch Nr. 



A 



y 



YANG J VI ET AL: "Selective area deposited 
blue GaN–InGaN multiple-quantum well 
light emitting diodes over silicon 
substrates" 
APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN 
INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, 
Bd. 76, Nr. 3, 

17. Januar 2000 (2000-01-17), Seiten 

273-275, XP012025677 
ISSN: 0003-6951 

Seite 273, rechte Spalte, Absatz 2 - Seite 
274, linke Spalte, Absatz 2; Abbildung 1 



1-18 



-/-- 



Q Welter* verOrfenllfchungen sind dor Fonsetzung von Fokl C zu 
ontnehrnen 



Slehe Annang PatenffamlMe 



" Bcsondere Kategorien von angegabenen Verdtrentlichurigon 

*A r veroffenllichumi. die den allgomcincn Stand der Technik detinierl, 
aber nicnt aid besonders bedeutsam anzusenen Isi 

aileres Dokumeni, das jedoch erst am Oder nach dem Internationale n 
Anmeldedalum verdffentlicht words n tsi 

'L* Verd/lenlHchung. die geelgnel til, elnen Prioritatsansprucli zweileDian er- 
scheinen zu laseen, oder durcli die das veroftentlichungsdalum elner 
anderert tm RecherchenDertehi genannten Veroffentlichung belegt warden 
soil oder die aus etnem anderen besonderen Grund angegeben isi (wio 
ausgeluhrt) 

'O* verorfendlcnung. die sich au( sine mundiictui Otfcnba/ung, 

eine Benulzung. eine AitssteUung oder andBre MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung. die vor dam internal tonal on AnmoldeOatum, aber nach 
dem baansprucnion Pnoriiflisdaium verfltfanilichi cordon ist 



"T" Spaiere Veroffenilichung, die nach dem inter naiionaJen AnmeJdedalum 
oder dem PriorilAtsdatum verorfentlichi worden ist und mil der 
Anmetdung nlchi kolUdton, somtorn our tutu VcrstAndnis dns dor 
Erflndung zugrundeliegehdon Prinztps oder der ihr zugrundeUegenden 
Theork? angegoben 1st 

'X' VerotfeniMchung von besonderer Bedeutung; die beansprucMe Errlndung 
kann a lie In aurgrund die ear Veroflentllcttuhg nicnt ats neu oder aoi 
ertinderischer Taligkeit bo ruhono betrachlel werden 

"Y" Verdflentflcbung von besonderer Bedeutung; die boanspruchte Erflndung 
hann nichi als auf ertinderischer TattQkeit berimend betrachtei 
werden, wenn die Veroffenllichung mil eineroder mehmren anneren 
VerdUeniticruino/to dioscr Kaiegprie in Veftlndiing, n^ratrAt ^ud, und 
diese verbindung lur einen Fachmann naholtegendlst 

'&* x/erOrt^nlllcnung. die Milgtied derselben Patenlfamille 1st 



Datum des Abschlusse^ <ler Inlernationalen Recherche 



2S. Januar 2005 



Atisenciedatum des iniernationaien Recherchenberichls 



02/02/2005 



Name und Postanschrifl der Inlernationalen Recherche nbehorde 

Europaisches Patentamt. P.B. 581 a Patentlaan 2 
NL - 2260 HV Ri|4Wijk 

TeL (♦31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (-31-70) 340-3016 



Bavollrndchligler Bediensteler 
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Q.{FortsoUung) ALS WeSE;NTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Internationale? AKTen«e|chen 

PCT/DE2004/001594 



Kategorie* | Bezeichnung cler VertffenlWchung, soweii erfortterllch unlor Angabe d©f in BetracM kommonden Telle 



Belr. Ansprvch Nr. 



W0£ 



Uefi> 



A 



u<r. 



MI Y AT A NORIYUKI ET AL: "Selective growth 
of nanocrystalline Si dots using an 
ul trathi n-S1 -oxi de/oxyni tri de mask" 
APPLIEO PHYSICS LETTERS, AMERICAN 
INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK , US, 
Bd. 77, Nr. 11, 

11. September 2000 (2000-09-11), Selten 
1620-1622, XP012026105 
ISSN: 0003-6951 

Seite 1620, linke Spalte, Absatz 1 - Seite 
1621, linke Spalte, Absatz 2; Abblldung 1 

EP 0 472 221 A2 (NEC CORPORATION) ./ 
26. Februar 1992 (1992-02-26) ^ 
Spalte 8, Zeile 2 - Zelle 41; Abbildungen 
8A-8F 

EP 1 005 067 A2 (SONY CORPORATION) 

31. Mai 2000 (2000-05-31) 

Absatz '0037! - Absatz '0053!; Abbildungen 

8-13 
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US 6 110 277 A (BRAUN ET AL) 
29. August 2000 (2000-08-29) 
Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27; 
Abbildungen 1-3 
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EP 0 388 733 Al (FUJITSU LIMITED) 
26. September 1990 (1990-09-26) 
Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; 
Abbildungen 1-5 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN \/ 
Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 
13. Dezember 1993 (1993-12-13) 
-i JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 
3. September 1993 (1993-09-03) 
Zusammenf assung 
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PormbUU PCT/1SA/21Q (Anhang Pa|emfanrfi©) (Januaf 2004) 



